
 

 

                                

     
  

 

                  

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

输出电压选型 

型号 输出电压 封装类型 
2.2VHT7022A-1

SOT89 
SOT23-5 
SOT23-3 

2.4VHT7024A-1
2.7VHT7027A-1
3.0VHT7030A-1
3.3VHT7033A-1
3.9VHT7039A-1
4.4VHT7044A-1
5.0VHT7050A-1

注：“XX”代表输出电压。 
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HT70XX  系列电压检测器

HT70XX

产品概述

  HT70XX系列是一款CMOS技术实现的三端低功耗电压检测器。该系列中的电压检测器

能检测固定的电压，范围从2.2V-8.2V,最高工作电压可达30V,该系列由高精度低功耗的标准

电压源，比较器，迟滞电路和输出驱动器组成。采用CMOS技术制造，因而确保了低功耗消耗。

  尽管主要用作固定电压检测器，但这些IC可搭配外部元件用于指定的阈值电压检测。

主要特点

低功耗

温度漂移系数小

最高工作电压可达  30V
静态电流  1.5μA
输出电压精度：±2%
内建迟滞电路

典型应用

电池检测器

电平选择器

电源故障检测器

微计算复位

电池存储备份

非易失性  RAM  信号存储保护
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引脚功能 

 
 
 
 
 
 
电路功能框图 

 

输出表格和曲线 

 

 

 

序号 符号 功能描述 

VOUT1 输出 

VIN2 输入 

VSS3 地 

VOUT    VDD VDD>VDET V(+) DD≤VDET(-)

 高阻 VSS 

HT70XX
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最大额定值 

参数说明 符号 数值范围 单位 

工作电压 VIN －0.3～+30 V 

贮存温度 TSTG －50～＋125 ℃ 

工作温度 TA －40～＋85 ℃ 

注意：如果器件运行条件超过上述各项最大额定值，可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运

行条件的极大值，我们不建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条件

下，其稳定性可能会受到影响。 

散热信息 
参数说明 符号 封装类型 数值范围 单位 

热阻 θJA 

200SOT89 ℃/W 

SOT23-5 /W500 ℃  

SOT23-3 /W500 ℃  

功耗 PD 

SOT89 mW500

mW200SOT23-5

SOT23-3 mW200

 

电学特性（除特别说明外，TA =＋25°C） 

 

输出型号 HT7022 

参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

检测电压 VDET V2.2442.22.156

迟滞宽度 VHYS  0.02 VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

工作电流 IDD VIN=3.2V，无负载 — 31.5 μA 

工作电压 VDD  1.5 V30

输出灌电流 IOL VIN= VDET -0.2V，
VOUT =0.2V mA73

温度系数 V△ OUT/ 
T△ A*VOUT -40 ≤T℃ A≤85℃ — ppm/—100 ℃

 

HT70XX
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输出型号 HT7024 

参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

检测电压 VDET V2.4482.42.352

迟滞宽度 VHYS  0.02 VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

工作电流 IDD VIN=3.4V，无负载 — 31.5 μA 

工作电压 VDD  1.5 V30

输出灌电流 IOL VIN= VDET -0.2V，
VOUT =0.2V 73 mA 

温度系数 V△ OUT/ 
T△ A*VOUT -40 ≤T℃ A≤85℃ — ppm/—100 ℃

 

输出型号 HT7027 

参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

检测电压 VDET V2.7542.72.646

迟滞宽度 VHYS  0.02 VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

工作电流 IDD VIN=3.7V，无负载 — 31.5 μA 

工作电压 VDD  1.5 V30

输出灌电流 IOL VIN= VDET -0.2V，
VOUT =0.2V 73 mA 

温度系数 V△ OUT/ 
T△ A*VOUT -40 ≤T℃ A≤85℃ — ppm/—100 ℃

 

输出型号 HT7030 

参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

检测电压 VDET V3.0603.02.940

迟滞宽度 VHYS  0.02 VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

工作电流 IDD VIN=4.0V，无负载 — 31.5 μA 

工作电压 VDD  1.5 V30

输出灌电流 IOL VIN= VDET -0.2V，
VOUT =0.2V 73 mA 

温度系数 V△ OUT/ 
T△ A*VOUT -40 ≤T℃ A≤85℃ — ppm/—100 ℃

 

HT70XX
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输出型号 HT7033 

参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

检测电压 VDET V3.3663.33.234

迟滞宽度 VHYS  0.02 VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

工作电流 IDD VIN=4.3V，无负载 — 31.5 μA 

工作电压 VDD  1.5 V30

输出灌电流 IOL VIN= VDET -0.2V，
VOUT =0.25V 73 mA 

温度系数 V△ OUT/ 
T△ A*VOUT -40 ≤T℃ A≤85℃ — ppm/—100 ℃

 
输出型号 HT7039 

参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

检测电压 VDET V3.9783.93.822

迟滞宽度 VHYS  0.02 VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

工作电流 IDD VIN=4.9V，无负载 — 31.5 μA 

工作电压 VDD  1.5 V30

输出灌电流 IOL VIN= VDET -0.2V，
VOUT =0.25V 73 mA 

温度系数 V△ OUT/ 
T△ A*VOUT -40 ≤T℃ A≤85℃ — ppm/—100 ℃

 

输出型号 HT7044 

参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

检测电压 VDET V4.4884.44.312

迟滞宽度 VHYS  0.02 VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

工作电流 IDD VIN=5.4V，无负载 — 31.5 μA 

工作电压 VDD  1.5 V30

输出灌电流 IOL VIN= VDET -0.2V，
VOUT =0.25V 74 mA 

温度系数 V△ OUT/ 
T△ A*VOUT -40 ≤T℃ A≤85℃ — ppm/—100 ℃
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输出型号 HT7050 
参数说明 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

检测电压 VDET V5.1005.04.900

迟滞宽度 VHYS  0.02 VDET 0.05 VDET 0.10 VDET V 

工作电流 IDD VIN=6.0V，无负载 — 31.5 μA 

工作电压 VDD  1.5 V30

输出灌电流 IOL VIN= VDET -0.2V，
VOUT =0.25V 74 mA 

温度系数 V△ OUT/ 
T△ A*VOUT -40 ≤T℃ A≤85℃ — ppm/—100 ℃

HT70XX
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典型特性曲线 

.检测电压 VS 温度                       

 

.迟滞宽度 VS 温度 

 
 

.工作电流 VS 温度                           

 
功能描述 

HT70XX

HT7033

HT7033

HT7033
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     当比较器正向输入如（VB） 电压高于 VREF时 ，VOUT置高， M1 关闭，此时 VB可用等式表

示为 VBH= VDD×（RB+RC）/（RA+RB+RC），如果 VDD下降，VB 也随之下降，当 VB下降到小于 VREF，

比较器输出翻转，由高转为低，VOUT 置 低 电 平 ，VC 置为高，M1 导通，RC 被短路，此时 VB 可用等式

表示为 VBL=VDD×RB/（RA+RB），VBL的值小于 VBH，通过这样，当 VB≈VREF比较器输出将保持在低

电平，可以防止电路产生振荡。 

    当输入电压 VDD低于最小工作电压，输出电压不确定。当 VDD从低电平升高到 VDD×RB/（RA+RB）

＞VREF，比较器输出和 VOUT都置为高。 

检测电压： 

VDET(-) =(RA+RB+RC)/( RB+RC)×VREF 

释放电压 

VDET(+) =(RA+RB)/( RB)×VREF 

迟滞电压 

VHYS = VDET(+) - VDET(-) 

 

 

 

 

 

 

 

HT70XX
HT70XX  系列是一组电压检测器，配备有高稳定的参考电压连接到比较器的负极输入端，见下图  
NMOS输出电压检测器  VREF。
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装外形及尺寸图 

SOT89 

 

SYMBOL
mm 
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SOT23-5  
 

 

SYMBOL
mm 

maxmin
A   1.35  
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0.750.55A3
0.480.38b
0.250.10c
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SOT23-3  

 

SYMBOL
mm 

maxmin
A   1.35  

0.150.04A1
1.201.00A2
0.750.55A3
0.480.38b
0.250.10c
3.122.72D
3.002.60E
1.801.40E1

0.95BSCe
0.600.30L

θ 80 O 
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 感谢您使用本公司的产品，建议您在使用前仔细阅读本资料。 
 本资料中的信息如有变化，恕不另行通知。希望您经常与销售部或者技术支持部门联系，索取

最新资料。 

注意：本产品为静电敏感元件，请注意防护！ESD 损害的范围可以

从细微的性能下降扩大到设备故障。精密集成电路可能更容易受到

损害，因此可能导致元件参数不能满足公布的规格。 

HT70XX
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